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 層状物質である二硫化モリブデン (MoS2) はディラックコーン状のバンド分散を持ち、

高いキャリア移動度が期待されることから、次世代電子デバイス材料として脚光を浴びて

いる。これまで、天然結晶のMoS2の剥離薄膜を用いたトランジスタで高い移動度が得られ

ている[1]。しかし、実デバイスを作製するには大量生産及び不純物濃度の制御が可能な成

膜法を確立する必要がある。これまでの CVD法での成膜研究では、結晶性の高い薄膜を得

ることができ、不純物濃度を制御することが可能であるが、MoS2結晶は三角形状に成長す

るため、ウェハサイズでの均一な薄膜を作製することは困難であることが判明した[2]。そ

こで若林らはこれらの問題を克服するために RF スパッタリング法を用いた成膜法の開発

を行っている[3]。これまでに本手法によって、不純物量を著しく低下させた MoS2 薄膜の

作製に着手しており、実用化に向けた研究が行われている。 

本研究では、若林らが RF スパッタリング法によって成膜した MoS2 薄膜の評価を行っ

た。XPS、UPS、RHEEDを用いて組成と構造を調べ、MoS2薄膜の性質をバルクMoS2結晶

と比較することにより評価した。特に、結晶性を向上させるために行われたフォーミング

ガスアニール (F.G.アニール) [4] の有無によって電子状態がどのように変わるかを調べた。

測定結果から、MoS2薄膜では格子振動による非弾性散乱ピークが見られ、F.G.アニールに

より薄膜の電子状態と結晶構造がよりバルク MoS2 に近い電子状態へと変化する結果が得

られた。このことから、F.G.アニールを行うことによって膜質が向上していることが分かっ

た。 
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